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CCII+ kullanılarak birinci dereceden tüm-geçiren süzgeç tasarlanacaktır. Devre yapısı
ve devrenin transfer fonksiyonu !ekil-"'de gösterilmi#tir. Daha önce tasarladı$ınız
CMOS DO-CCII elemanı ile devreyi gerçekle#tiriniz. Gerçekle#tirilecek devrenin 
kutup frekansı fc = "59kHz olacaktır. Kullanılacak C kapasitesinin de$eri C=50pF 
alınacaktır.
CCII+ tanım ba$ıntıları, idealsizlik de dikkate alındı$ında

VX=βVY, IY=0,    IZ=αIX   

#eklindedir. Tasarımda α ve β için nominal de$erler alınabilir (α=" ve β=").

a) Topoloji I: 
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!ekil " Birinci derece tümgeçiren süzgeç topolojileri 

a- Eleman de$erlerini belirleyiniz. 

SPICE simülasyon programı yardımıyla devrenin  
b- faz-frekans ve genlik-frekans karakteristi$ini çıkartınız. 
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c- Kutup frekansındaki sinüs biçimli bir giri# i#areti için devrenin büyük i#aret 
cevabını inceleyiniz. (Bunun için giri#e dü#ük seviyelerden ba#layarak çe#itli genlikte 
i#aretler uygulayınız, her giri# genli$i için THD toplam harmonik distorsiyonunu 
hesaplatarak bunun giri# genli$i ile ne #ekilde de$i#ti$ini bulunuz). 
d- Elde etti$iniz sonuçları yorumlayınız. 

NOT: Yapılan hesapları, elde edilen sonuçları, bunların yorumunu kapsamlı

biçimde içeren bir rapor hazırlanacaktır.

Tek numaralı ö!renciler Topoloji I, çift numaralı ö!renciler Topoloji IV 

tasarlayacaklardır.
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Yararlanılabilecek NMOS ve PMOS model parametreleri: 

.MODEL nb NMOS LEVEL=2 LD=0.4"4747U TOX=505.0E-"0
NSUB=".35634E"6
+VTO=0.864893 KP=44.9E-6 GAMMA=0.98" PHI=0.6 UO=656 UEXP=0.2""0"2
+UCRIT="07603 DELTA=3.53"72 VMAX="00000 XJ=0.4U 
LAMBDA=0.0"0735"
+NFS="E"" NEFF=".00" NSS="E"2 TPG=" RSH=9.925 CGDO=2.83588E-"0
+CGSO=2.83588E-"0 CGBO=7.968E-"0 CJ=0.0003924 MJ=0.456300 
+CJSW=5.284E-"0 MJSW=0.3"99 PB=0.7 XQC="

.MODEL pb PMOS LEVEL=2 LD=0.580687U TOX=432.0E-"0 NSUB="E"6
+VTO=-0.944048 KP="8.5E-6 GAMMA=0.435 PHI=0.6 UO=27" UEXP=0.2423"5
+UCRIT=2058".4 DELTA=4.32096E-5 VMAX=33274.4 XJ=0.4U 
+LAMBDA=0.0620""8 NFS="E"" NEFF=".00" NSS="E"2 TPG=-" RSH="0.25
+CGDO=4.83""7E-"0 CGSO=4.83""7E-"0 CGBO=".293E-9 CJ=0.000"307
+MJ=0.4247 CJSW=4.6"3E-"0 MJSW=0.2"85 PB=0.75 XQC="


